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近年，半導体デバイスは微細化の一途を歩んできており，最近では， 1μm ルールの 1Mbit DRAM 
が量産され，サブミクロンルールの16Mbit DRAMが開発段階にある。本論文は16Mbit D RAMの
ための新しい超微細セル構造の考案およびそれを実現するための新しいイオン注入技術に関する研究を
まとめたものである。








さらに，微細化デバイスに要求される浅い pn 接合を実現するための BF 2+イオン注入や，酸化膜を
通しての As イオン注入の特性を明らかにし，超微細セル構造実現のためのイオン注入技術の確立に対
する指針を与えた。
以上のように，本論文はトレンチ側壁へのイオン注入技術を中心とした超高密度DRAMプロセスを
開発したものであり，半導体工業の進歩に貢献するところ大であり，工学博士論文として価値あるもの
と認める。
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